Изучение электрофизических свойств мемристоров на основе нанокомпозита CoFeB/LiNbO3
Никируй К.Э.

студент

ФНБИК, Московский физико-технический институт, 141700 Долгопрудный, Московская обл., Россия
Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, 123182 Москва, Россия
E–mail: kris_mavka@rambler.ru
Мемристор - это элемент, сопротивление которого зависит от величины протекшего через него заряда. Принцип его действия основан на эффекте резистивного переключения. Интерес изучения мемристоров вызван возможностью их применения при аппаратной реализации нейроморфных систем [1]. Нейроморфные системы содержат 2 основных типа элементов - нейроны и синапсы. В качестве аналога последних могут быть использованы мемристоры.
Исследуемыми свойствами, характеризующими мемристор, являются количество циклов переключения, релаксация во времени, отношение сопротивлений в высоко- и низкоомном состояниях (Roff/Ron) и пластичность зависящая от времени прихода импульса (spike-timing-dependent plasticity - STDP). В данной работе были изучены электрофизические свойства мемристоров, состоящих из нанесенных на подложку из ситалла методом ионно-лучевого распыления слоев металл/нанокомпозит (НК)/металл. В качестве НК был использован CoFeB/LiNbO3 .
Измерения проводились в ресурсном центре электрофизических методов с помощью источника-измерителя NI PXI-4130 и аналитической зондовой станции Cascade Microtech PM5. 
При измерении количества циклов переключения на мемристор подавались импульсы, переводящие его поочередно в высоко- и низкоомное состояния. Амплитуда импульсов составляла соответственно -5В и 5В, длительность - 150мс. Количество циклов переключения в исследованных НК >105 при Roff/Ron >10. Релаксация сопротивления мемристора измерялась после его перевода в высокоомное (низкоомное) состояние. Затем через равные промежутки времени измерялось сопротивление при подаче напряжения 0.1В. Время релаксации исследованных структур составляла примерно 500с.
Проверка STDP проводилась путем регистрации изменения проводимости до и после подачи импульса. Импульс представлял собой аналог потенциалов действия(ПД) на пре- и постсинаптической мембранах нейронов с некоторой задержкой по времени dt. На рис. 1 представлен потенциал на пре- и постсинаптической мембранах и их разность. Варьируя dt и подавая соответствующие импульсы, в эксперименте удалось получить зависимость изменения проводимости от dt, аналогичную полученной для живых систем.
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Рис.1 Аналоги потенциалов на пре- и постсинаптической мембранах и их разность
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